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【年通号数】公開・登録公報2010-016
【出願番号】特願2008-258862(P2008-258862)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/10     (2006.01)
   Ｇ０１Ｊ   1/02     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｇ０１Ｊ   1/42    　　　Ｎ
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３４９Ｚ
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３６６Ｇ
   Ｇ０１Ｊ   1/46    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月26日(2011.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに直列に接続された２つのダイオード素子と、
　一端が前記２つのダイオード素子の接続部分に接続された容量素子と
　を備え、
　前記各ダイオード素子は、
　面内方向において互いに対向するｐ型半導体領域およびｎ型半導体領域を有する半導体
層と、
　前記ｐ型半導体領域に接続されたアノード電極と、
　前記ｎ型半導体領域に接続されたカソード電極と、
　積層方向において前記半導体層と隣接配置されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と対向配置されたゲート電極と
　を有するセンサ素子。
【請求項２】
　前記半導体層は、前記ｐ型半導体領域と前記ｎ型半導体領域との間に真性半導体領域を
有する
　請求項１に記載のセンサ素子。
【請求項３】
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　前記各ダイオード素子は、前記半導体層に与えられた光または熱に応じて電荷を発生す
る
　請求項１または請求項２に記載のセンサ素子。
【請求項４】
　前記各ダイオード素子は基板上に形成され、
　前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極は前記半導体層との関係で基板側に形成されて
いる
　請求項１または請求項２に記載のセンサ素子。
【請求項５】
　前記各ダイオード素子は基板上に形成され、
　前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極は前記半導体層との関係で基板とは反対側に形
成されている
　請求項１または請求項２に記載のセンサ素子。
【請求項６】
　前記各ダイオード素子は基板上に形成され、
　前記ゲート絶縁膜および前記ゲート電極は前記半導体層との関係で基板側に形成され、
　前記各ダイオード素子は、
　前記半導体層との関係で前記ゲート絶縁膜とは反対側に形成された第二ゲート絶縁膜と
、
　前記第二ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と対向配置された第二ゲート電極と
　を有する
　請求項１または請求項２に記載のセンサ素子。
【請求項７】
　面内方向において互いに対向するｐ型半導体領域およびｎ型半導体領域を有する半導体
層と、前記ｐ型半導体領域に接続されたアノード電極と、前記ｎ型半導体領域に接続され
たカソード電極と、積層方向において前記半導体層と隣接配置されたゲート絶縁膜と、前
記ゲート絶縁膜を介して前記半導体層と対向配置されたゲート電極とを有すると共に互い
に直列に接続された２つのダイオード素子と、一端が前記２つのダイオード素子の接続部
分に接続された容量素子とを備えたセンサ素子の駆動方法であって、
　前記アノード電極が前記容量素子に接続された方のダイオード素子（第一ダイオード素
子）における前記カソード電極と前記ゲート電極との電位関係と、前記カソード電極が前
記容量素子に接続された方のダイオード素子（第二ダイオード素子）における前記アノー
ド電極と前記ゲート電極との電位関係とを制御することにより、前記２つのダイオード素
子を別個にオンオフする
　センサ素子の駆動方法。
【請求項８】
　前記半導体層は、前記ｐ型半導体領域と前記ｎ型半導体領域との間に真性半導体領域を
有する
　請求項７に記載のセンサ素子の駆動方法。
【請求項９】
　前記第一ダイオード素子において、オン時の前記ゲート電極の電圧をφ１（ｏｎ）、オ
フ時の前記ゲート電極の電圧をφ１（ｏｆｆ）とし、前記第二ダイオード素子において、
オン時の前記ゲート電極の電圧をφ２（ｏｎ）、オフ時の前記ゲート電極の電圧をφ２（
ｏｆｆ）とすると、φ１（ｏｎ）、φ１（ｏｆｆ）、φ２（ｏｎ）、φ２（ｏｆｆ）が以
下の関係を満たすように、前記第一ダイオード素子における前記カソード電極と前記ゲー
ト電極との電位関係と、前記第二ダイオード素子における前記アノード電極と前記ゲート
電極との電位関係とを制御する
　請求項７または請求項８に記載のセンサ素子の駆動方法。
φ１（ｏｎ）＜φ１（ｏｆｆ）
φ２（ｏｎ）＞φ２（ｏｆｆ）



(3) JP 2010-92935 A5 2011.11.10

【請求項１０】
　前記第一ダイオード素子において、オン時の前記カソード電極の電圧をＶ１（ｏｎ）、
オフ時の前記カソード電極の電圧をＶ１（ｏｆｆ）とし、前記第二ダイオード素子におい
て、オン時の前記アノード電極の電圧をＶ２（ｏｎ）、オフ時の前記アノード電極の電圧
をＶ２（ｏｆｆ）とすると、Ｖ１（ｏｎ）、Ｖ１（ｏｆｆ）、Ｖ２（ｏｎ）、Ｖ２（ｏｆ
ｆ）が以下の関係を満たすように、前記第一ダイオード素子における前記カソード電極と
前記ゲート電極との電位関係と、前記第二ダイオード素子における前記アノード電極と前
記ゲート電極との電位関係とを制御する
　請求項７または請求項８に記載のセンサ素子の駆動方法。
Ｖ１（ｏｎ）＞Ｖ１（ｏｆｆ）
Ｖ１（ｏｎ）＜Ｖ２（ｏｆｆ）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明のセンサ素子は、互いに直列に接続された２つのダイオード素子と、一端が２つ
のダイオード素子の接続部分に接続された容量素子とを備えたものである。各ダイオード
素子は、面内方向において互いに対向するｐ型半導体領域およびｎ型半導体領域を有する
半導体層と、ｐ型半導体領域に接続されたアノード電極と、ｎ型半導体領域に接続された
カソード電極と、積層方向において半導体層と隣接配置されたゲート絶縁膜と、ゲート絶
縁膜を介して半導体層と対向配置されたゲート電極とを有している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のセンサ素子では、２つのダイオード素子が互いに直列に接続され、かつ容量素
子の一端が２つのダイオード素子の接続部分に接続された簡易な回路構成となっている。
さらに、各ダイオード素子には、アノード電極とカソード電極の他に、ゲート絶縁膜を介
して半導体層と対向配置されたゲート電極が設けられている。これにより、例えば、アノ
ード電極が容量素子に接続された方のダイオード素子におけるカソード電極とゲート電極
との電位関係と、カソード電極が容量素子に接続された方のダイオード素子におけるアノ
ード電極とゲート電極との電位関係とを制御することにより、互いに直列に接続された２
つのダイオード素子を別個にオンオフ駆動することが可能である。ここで、例えば、ダイ
オード素子の背後に光源を配置し、その光源の明滅に同期して、２つのダイオード素子を
オンオフ駆動した場合には、容量素子を飽和させずに、外部からの光や熱などの外部エネ
ルギーの成分を取り除くことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　参考例の入力装置は、一の面内にマトリクス状に配置された複数の上記センサ素子と、
複数のセンサ素子を駆動する駆動部とを備えている。駆動部は、アノード電極が容量素子
に接続された方のダイオード素子におけるカソード電極とゲート電極との電位関係と、カ
ソード電極が容量素子に接続された方のダイオード素子におけるアノード電極とゲート電
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極との電位関係とを制御することにより、２つのダイオード素子を別個にオンオフするよ
うになっている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　参考例の入力機能付き表示装置は、一の面内にマトリクス状に配置された複数の表示素
子および複数の上記センサ素子と、複数の表示素子および前記複数のセンサ素子を駆動す
る駆動部とを備えている。駆動部は、アノード電極が容量素子に接続された方のダイオー
ド素子におけるカソード電極とゲート電極との電位関係と、カソード電極が容量素子に接
続された方のダイオード素子におけるアノード電極とゲート電極との電位関係とを制御す
ることにより、２つのダイオード素子を別個にオンオフするようになっている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　参考例の通信デバイスは、１または複数の上記センサ素子と、１または複数のセンサ素
子を駆動する駆動部とを備えている。駆動部は、アノード電極が容量素子に接続された方
のダイオード素子におけるカソード電極とゲート電極との電位関係と、カソード電極が容
量素子に接続された方のダイオード素子におけるアノード電極とゲート電極との電位関係
とを制御することにより、２つのダイオード素子を別個にオンオフするようになっている
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　参考例の入力装置、入力機能付き表示装置および通信デバイスでは、２つのダイオード
素子が互いに直列に接続され、かつ容量素子の一端が２つのダイオード素子の接続部分に
接続された簡易な回路構成となっている。さらに、各ダイオード素子には、アノード電極
とカソード電極の他に、ゲート絶縁膜を介して半導体層と対向配置されたゲート電極が設
けられている。そのため、駆動部によって、アノード電極が容量素子に接続された方のダ
イオード素子におけるカソード電極とゲート電極との電位関係と、カソード電極が容量素
子に接続された方のダイオード素子におけるアノード電極とゲート電極との電位関係とを
制御することにより、２つのダイオードを別個にオンオフ駆動することが可能である。こ
こで、例えば、ダイオード素子の背後に光源を配置し、その光源の明滅に同期して、２つ
のダイオード素子をオンオフ駆動した場合には、容量素子を飽和させずに、外部からの光
や熱などの外部エネルギーの成分を取り除くことができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明のセンサ素子の駆動方法は、上記センサ素子において、アノード電極が容量素子
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に接続された方のダイオード素子（第一ダイオード素子）におけるカソード電極とゲート
電極との電位関係と、カソード電極が容量素子に接続された方のダイオード素子（第二ダ
イオード素子）におけるアノード電極とゲート電極との電位関係とを制御することにより
、２つのダイオード素子を別個にオンオフするものである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明のセンサ素子の駆動方法では、上記した簡易な回路構成のセンサ素子において、
第一ダイオード素子におけるカソード電極とゲート電極との電位関係と、第二ダイオード
素子におけるアノード電極とゲート電極との電位関係とを制御することにより、２つのダ
イオード素子が別個にオンオフされる。ここで、例えば、ダイオード素子の背後に光源を
配置し、その光源の明滅に同期して、２つのダイオード素子がオンオフ駆動された場合に
は、容量素子を飽和させずに、外部からの光や熱などの外部エネルギーの成分を取り除く
ことができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明のセンサ素子、参考例の入力装置、参考例の入力機能付き表示装置および参考例
の通信デバイスによれば、第一ダイオード素子におけるカソード電極とゲート電極との電
位関係と、第二ダイオード素子におけるアノード電極とゲート電極との電位関係とを制御
することにより、２つのダイオード素子を別個にオンオフすることができる。これにより
、簡易な構成で、容量素子の飽和を防止することができ、かつ外部からの光や熱などの外
部エネルギーの影響を排除することができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明のセンサ素子の駆動方法によれば、上記センサ素子において、第一ダイオード素
子におけるカソード電極とゲート電極との電位関係と、第二ダイオード素子におけるアノ
ード電極とゲート電極との電位関係とを制御することにより、２つのダイオード素子を別
個にオンオフするようにしたので、簡易な構成で、容量素子の飽和を防止することができ
、かつ外部からの光や熱などの外部エネルギーの影響を排除することができる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　センサ素子１では、ダイオード素子１０，２０のＩ－Ｖ特性が、例えばゲート電極１２
、アノード電極１５およびカソード電極１６の３つの電極の電圧値によって制御される。
具体的には、ダイオード素子１０におけるカソード電極１６とゲート電極１２との電位関
係と、ダイオード素子２０におけるアノード電極１５とゲート電極１２との電位関係とを
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変えて、２つのダイオード素子１０，２０が別個に（例えば交互に）オンオフされる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　表示装置２は、Ｉ／Ｏ表示パネル３１と、バックライト３２と、表示ドライブ回路３３
と、受光ドライブ回路３４（駆動部）と、画像処理部３５と、アプリケーションプログラ
ム実行部３６とを備えている。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　画像処理部３５は、受光ドライブ回路３４から出力される撮像画像に基づいて所定の画
像処理（演算処理）を行い、Ｉ／Ｏ表示パネル３１に接触または近接する物体に関する情
報（位置座標データ、物体の形状や大きさに関するデータなど）を検出し、取得するもの
である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　アプリケーションプログラム実行部３６は、画像処理部３５による検知結果に基づいて
所定のアプリケーションソフトに応じた処理を実行するものであり、例えば検知した物体
の位置座標を表示データに含むようにし、Ｉ／Ｏ表示パネル３１上に表示させるものなど
が挙げられる。なお、このアプリケーションプログラム実行部３６で生成される表示デー
タは表示ドライブ回路３３へ供給されるようになっている。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　図１３は、Ｉ／Ｏ表示パネル３１の表示領域における画素部４０の回路構成の一例を表
したものである。Ｉ／Ｏ表示パネル３１の表示領域には、複数の画素部４０と、複数のセ
ンサ素子１とが配列されている。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　本適用例では、Ｉ／Ｏ表示パネル３１の表示領域に、Ｉ／Ｏ表示パネル３１の表示面に
接触または近接する物体を検知するセンサとして、光センサ素子１が設けられている。こ
れにより、室外環境などで、強い外光が入射した場合であっても、容量素子３０を飽和さ
せずに、外部からの光や熱などの外部エネルギーの成分を取り除くことができる。その結
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果、表示領域上に配置された指やペンなどの物体の位置を確実に検出することができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５】

【手続補正１９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図７】
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